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PRESENTACION

En este manual se presentan las practicas que se pueden realizar en el
laboratorio de electrénica para la asignatura de fisica de semiconductores con la
finalidad de reforzar el conocimiento adquirido en clase.

Las practicas propuestas permiten crear en el alumno una idea del
comportamiento de la electricidad en su entorno, con la finalidad de entender los
fendmenos de la electronica basica realizando analogias, experimentaciones,
recrear en medios controlados parte del fendmeno real, etc.

El objetivo de realizar estas practicas es lograr que los alumnos obtengan un
conocimiento teorico- practico de los dispositivos utilizados en la electronica.
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] NOMBRE DE LA PRACTICA
PRACTICA
Fundamentos fisicos de los semiconductores
No. 1
(Potencial eléctrico)
OBJETIVO:

Que el alumno logre los conocimientos referidos a los fundamentos fisicos de los
dispositivos electrénicos y su funcionamiento en circuitos simples de aplicacion.

Que el alumno comprenda y aplique las leyes que gobiernan la dinamica de las
particulas cargadas en la red cristalina de los semiconductores.

INTRODUCCION:

Los semiconductores ocupan un lugar prominente en el conjunto de los materiales.
Esto se debe al alto grado de desarrollo que se ha alcanzado en el conocimiento de
sus propiedades basicas asi como también en el de sus aplicaciones. Podemos
decir que hoy dia los semiconductores son piezas basicas en toda la tecnologia
electronica, la cual en los ultimos afios ha mostrado un crecimiento espectacular,
abarcando el campo de los procesadores, las comunicaciones, la robética, etc. En
este capitulo se pretende dar una descripcién general del comportamiento de los
semiconductores, y mas en particular de las propiedades de conduccion. Estas
propiedades estan determinadas fundamentalmente por la disposicion de los elec-
trones dentro de los atomos que forman el material semiconductor. De ahi surge la
conveniencia de comprender los aspectos mas basicos de la estructura electronica
de la materia y del enlace quimico.

~102° e~ libres/m3

Figura 1.1 Estructura de un metal




Desde el punto de vista eléctrico, los materiales suelen dividirse en tres categorias
atendiendo a su conductividad: conductores, semiconductores y aislantes.

Electron
movement

Figura 1.2 Movimiento de los electrones.

Los semiconductores forman un grupo de materiales que presenta un
comportamiento intermedio entre los conductores y los aislantes.

¢ A qué obedecen las diferencias de comportamiento eléctrico entre unos materiales
y otros? Como la mayor parte de las propiedades de estado sélido, estas diferencias
estan originadas por la diferente composicion quimica y estructura electrénica de
enlace de los atomos que forman el material. Asi pues, es conveniente hacer un
repaso de los aspectos mas esenciales que determinan la estructura de enlace de
los materiales.

Una bateria es esencialmente una lata llena de quimicos que producen electrones.
Las reacciones quimicas son capaces de producir electrones que son llamados
reacciones electroquimicas.

Técnicamente ocurren la oxidacion y la reduccion.
En el anodo, el cinc (zinc) es oxidado:

n — Zn2+ -2 e-
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En el catodo, se reduce el cobre Cu:

Cu+++ 2e- — Cu

ACTIVIDADES A REALIZAR:

e Construir una bateria basica

e Armar el circuito propuesto y hacer las mediciones del voltaje sin carga y
con carga.

MATERIAL EMPLEADO:

1 Diodo LED.

10 Placas metdlicas de Cu (cobre).

10 Placas metélicas de Zn (zinc).

10 Limones grandes con jugo.

1 juego de cables caiman-caiman

EQUIPO EMPLEADO:
1 Volmetro

DESARROLLO:

1. Masajear los limones de tal manera que se rompan las paredes internas
provocando que el jugo se disperse de forma libre.

2. Introducir las dos Iaminas de metal en forma de cufia en los extremos del
limén. En el Cu (cobre) le conectamos el alambre y se conecta en el lado
positivo. En el Zn (cinc) se conecta el alambre negativo.

3. Como se puede observar en el circuito, el limén con las laminas de metal
hace las veces de una pila por lo tanto. Después de que la bateria esta
ensamblada, se puede usar un multimetro para comprobar el voltaje
generado. Para producir un efecto mas visible, se puede usar la bateria
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para dar energia a un LED. Puesto que el voltaje producido es tipicamente
insuficiente para encender un LED estandar, dos o mas baterias son
conectados en serie.

4. Montar el siguiente circuito.

Figura 1.3 Diagrama de conexion en serie de los limones para lograr mayor
voltaje.

5. Medir el voltaje obtenido.

Voltaje obtenido sin carga:

6. Montar el siguiente circuito.

Led )

) xd e) »)

7

Figura 1.4 Diagrama de conexion del diodo LED en el circuito
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7. Medir el voltaje obtenido.

Voltaje obtenido con carga:

Observaciones

¢ Enciende el LED? ¢, Cuanto tiempo dura encendido?

Describir que sucede en el experimento:

Realizar anotaciones durante la practica y comentarlas en clase

Conclusiones:

Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.

Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gémez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electronicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

http://tecnoespiritu.blogspot.com/2010/02/limones-y-electricidad.html
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PRACTICA NOMBRE DE LA PRACTICA

No. 2 Capacitancia

OBJETIVO:

Que el alumno disefie y construya un capacitor de valor bajo para utilizarlo en un
circuito real.

INTRODUCCION:

El campo eléctrico

El campo eléctrico asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas es
aquella region del espacio en donde se dejan sentir sus efectos. Asi, si en un punto
cualquiera del espacio en donde esta definido un campo eléctrico se coloca una
carga de prueba o carga testigo, se observara la aparicion de fuerzas eléctricas, es
decir, de atracciones o de repulsiones sobre ella.

Capacitancia eléctrica

Es una propiedad de los capacitores. Esta propiedad rige la relacion entre la
diferencia de potencial (o tension) existente entre las placas del capacitor y la
carga eléctrica almacenada en este, mediante la siguiente ecuacion:

o=@

v

Donde:

e C es la capacidad, medida en faradios (en honor al fisico experimental
Michael Faraday); esta unidad es relativamente grande y suelen utilizarse
submultiplos como el microfaradio o picofaradio.

e Qeslacarga eléctrica almacenada, medida en culombios;

e Ves la diferencia de potencial (o tension), medida en voltios.

Cabe destacar que la capacidad es siempre una cantidad positiva y que depende
de la geometria del capacitor considerado (de placas paralelas, cilindrico,
esférico). Otro factor del que depende es del dieléctrico que se introduzca entre
las dos superficies del capacitor. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del
material no conductor introducido, mayor es la capacidad.

Realizado por Ing. Daniel Jaimes Serrano Pagina 6




En la practica, la dinamica eléctrica del capacitor se expresa gracias a la siguiente
ecuacion diferencial, que se obtiene derivando respecto al tiempo la ecuacién
anterior.

d dV’
;0@ _ 4V

dt dt
Donde i representa la corriente eléctrica, medida en amperes.

La energia almacenada en un capacitor, medida en julios, es igual al trabajo
realizado para cargarlo. Consideremos un capacitor con una capacidad C, con una
carga +g en una placa y -q en la otra. Para mover una pequefa cantidad de carga
g desde una placa hacia la otra en sentido contrario a la diferencia de potencial se
debe realizar un trabajo dW:

-f—i
aw = £ dg

donde

o W es el trabajo realizado, medido en julios;
e (es lacarga, medida en coulombios;
e C es la capacitancia, medida en faradios.

Es decir, para cargar un capacitor hay que realizar un trabajo y parte de este
trabajo queda almacenado en forma de energia potencial electrostatica. Se puede
calcular la energia almacenada en un capacitor integrando esta ecuacion. Si se
comienza con un capacitor descargado (q = 0) y se mueven cargas desde una de
las placas hacia la otra hasta que adquieran cargas +Q y -Q respectivamente, se
debe realizar un trabajo W:

) 2
. - q 1 Q_ 1 2 T
1“; carga — d = —— = —CI’F_ - TIE macenadi
g /n c4T 30 T3 E ’

Combinando esta expresion con la ecuacién de arriba para la capacidad,
obtenemos:

1 102
Eij:ﬂ.fﬂlﬂc&ﬂﬂdﬂ. - §CV2 - _Q_

2C
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donde

o W es la energia, medida en julios;

e C eslacapacidad, medida en faradios;

e V es la diferencia de potencial, medido en voltios;
e Q esla carga almacenada, medida en coulombios.

Se emplea la configuracion especial de dos placas de metal paralelas separadas
por una distancia muy pequefia para construir casi todos los elementos de circuito
que se utilizan como capacitores. Estos capacitores se llaman capacitores de placas
paralelas. El valor de la capacitancia para estructuras de placas paralelas se calcula
mediante la ecuacion:

C=€r.€0 A
d
Donde:

€ r Constante dieléctrica relativa

€o  Permitividad del espacio libre (Eo = 8.854 X 10-12F/m)

A superficie de las placas (en m2)
d distancia entre las placas (en m)

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Disenar y construir dos capacitores de 1 nF con diferente dieléctrico

MATERIAL EMPLEADO:
2 Trozos de papel aluminio (el tamafio de acuerdo al célculo). Por cada capacitor a
construir.
1 Un trozo de material aislante (segun lo visto en clase). Por cada capacitor a
construir.
2 alambres para hacer las terminales del capacitor. Por cada capacitor a construir.
Cinta adhesiva.
Cl. 555.
Capacitorde 1uFa25V
Resistencias de 680Q.
Resistencia de 10K Q.
Potenciometro de 10 k Q. Aprox.
Diodos LED de diferente color.
Protoboard
Juego de cables Caiman-Caiman

= A N L, a2 NN
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EQUIPO EMPLEADO:
1 Osciloscopio.
1 Fuente de alimentacién de C.D. variable 0-20 V

DESARROLLO:

1. Realizar los calculos pertinentes para obtener un capacitor de 1 nF,
considerando los valores del dieléctrico usado.

Placa
metaélica de
N

superficie A \

Distancia i

que separaa = d
las placas *

Dieléctrico

Uiz

Figura 2.1 Diagrama de un capacitor de placas paralelas

2. Construir los capacitores disefiados de acuerdo a los siguientes diagramas
segun sea el caso.

Hoja metaélica

B
—_—— \
Mica -___._\ \
\ il
—
Hoja metalica

Figura 2.2 Diagrama de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico de
mica y armaduras de aluminio.

/| L
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Terminal =
Sello de vidrio a metal

Hoja metalica

| 7/

i H /
Dieléctrico de papel

o de pelicula plastica

Figura 2.3 Diagrama de un capacitor enrollado en forma cilindrica para
reducir espacio.

3. Armar en protoboard el siguiente circuito y probar los dos dispositivos en el
circuito astable propuesto con el C.l. 555. Sustituyendo los capacitores
disefiados por el capacitor de 1 nanofaradio. Como se muestra a
continuacion.
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Figura 2.3 diagrama de prueba de funcionamiento del capacitor.
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Observaciones

Observar que sucede con el circuito. Realizar anotaciones durante la practica y
comentarlas en clase.

Conclusiones:

Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.

Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gémez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electronicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

Software LIVEWIRE.
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PRACTICA NOMBRE DE LA PRACTICA
No. 3 Obtencion de las caracteristicas de los diodos rectificadores y diodo
' Zener.
OBJETIVO:

Que el alumno maneje los parametros importantes en un diodo diodo rectificador y
diodo Zener y determine su curva caracteristica mediante los instrumentos de laboratorio.
Para comprender el funcionamiento del mismo.

INTRODUCCION:

Las propiedades de los materiales semiconductores han impulsado el desarrollo y
fabricacion de numerosos dispositivos electréonicos, uno de los primeros en
aparecer fue' el Diodo rectificador que por su operacidon ofrece ventajas para el
manejo de la corriente eléctrica. Su principal empleo es como elemento
rectificador, esto es, que solo permite el paso de la corriente en un solo sentido.
En el desarrollo de esta practica ademas de comprobar su funcionamiento en el
manejo de la corriente, haremos la medicion de algunos de sus parametros mas
importantes.

En esta practica se estudiaran las curvas caracteristicas de los diodos. Para ello
se interpretara la informacién que proporciona el manual de semiconductores y las
curvas que se obtienen mediante el procedimiento propuesto.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
Obtener la curva caracteristica de los diodos rectificadores y el diodo Zener.

MATERIAL EMPLEADO:

Diodo de silicio.
Diodo de Germanio.
Diodo Zener.
Resistor de 680 Q. a /> W.
1 Protoboard
1 Juego de cables Caiman-Caiman

. e N =N

EQUIPO EMPLEADO:
2 Volmetros
1 Fuente de alimentacién de C.D. variable 0-20 V.
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DESARROLLO:

1. Realizar el siguiente montaje con un diodo de Silicio, iniciar el voltaje en
cero y variarlo hasta llegar a 9 volts. Completar la tabla, la corriente se
calcula con la ley de Ohm.

Diagrama No. 3.1 Circuito para obtener la curva del diodo

Tabla de resultados del diodo de

Tabla 3.1
V1 oV 02V |04V |(0B6YV |08V |1V 2V 3V 4V 6V 9V
V diodo
|
R:

2. Invertir la posicion del diodo y repite el proceso anterior

Tabla 3.2
V1 ov 0.2V |04V |(0B6YV |08V |1V 2V 3V 4V 6V 9V
V diodo
[
R=
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3. Representar los resultados obtenidos en una grafica: Corriente del diodo

6y 0

en el eje “y” vs Voltaje del diodo en el eje “X”

Grafica 3.1 de valores del diodo de

4. Cambiar la fuente variable por un generador de funciones y conectar un
osciloscopio en lugar de los volmetros como se indica en el siguiente

diagrama.
¥5C1
'F\-J Chi Ch2
CANAL X I‘ —
I-' TIERRA DEL
L [ s J OSCILOSCOPRIO
- = 1
D1 —_
+
' | R1
=/ 1KHz 880
CAMALY

Diagrama No. 3.2 Circuito para observar la curva del diodo en el osciloscopio.
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NOTA: Si el osciloscopio tiene la posibilidad de invertir uno de los canales,
hacer un diagrama del circuito _indicando la forma de conectar el osciloscopio
para obtener una curva caracteristica con la misma orientacion que las curvas
caracteristicas estandar de los manuales y libros de texto.

5. Encender el generador de funciones en sefial diente de sierra o senoidal
con una amplitud maxima de 9 volts a una frecuencia de 1 KHz.

6. Colocar el osciloscopio en modalidad X-Y.

7. Observar el osciloscopio y dibujar en la cuadricula la forma de onda
obtenida.

Grafica 3.2 de valores del diodo de

8. Reemplazar el diodo por otro tipo y repetir los pasos del 1 al 7.

. 1
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Observaciones

Buscar el diodo en los manuales y comparar los resultados obtenidos con los del
manual. Realizar anotaciones durante la practica y comentarlas en clase.

Conclusiones:

De los valores de la grafica. Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.

Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gémez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electrénicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

Software LIVEWIRE.
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PRACTICA NOMBRE DE LA PRACTICA

No. 4 Obtencion de las caracteristicas de los diodos LED vy fotodiodo.

OBJETIVO:

Que el alumno maneje los parametros importantes en un diodo LED y un fotodiodo
y determine su curva caracteristica mediante los instrumentos de laboratorio. Para
comprender el funcionamiento del mismo.

INTRODUCCION:

El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo comun, pero que
al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos LED de varios
colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color
rojo, verde, amarillo, ambar, infrarrojo, entre otros. Eléctricamente el diodo LED se
comporta igual que un diodo de silicio o germanio.

Si se pasa una corriente a través del diodo semiconductor, se inyectan electrones
y huecos en las regiones P y N, respectivamente. Dependiendo de la magnitud de
la corriente, hay recombinacion de los portadores de carga (electrones y huecos).
Hay un tipo de recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes (aqui la
emisién de luz). La relacion entre las recombinaciones radiantes y el total de
recombinaciones depende del material semiconductor utilizado (GaAs, GaAsP vy
GaP). Dependiendo del material de que esta hecho el LED, sera la emision de la
longitud de onda y por ende el color.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Obtener la curva caracteristica del diodo LED y fotodiodo.

MATERIAL EMPLEADO:

Diodo LED.

Diodo fotodiodo.

Resistor de 470 Q. a ', W.
Protoboard

Juego de cables Caiman-Caiman

= O N T N

EQUIPO EMPLEADO:
2 Volmetros
1 Fuente de alimentacién de C.D. variable 0-20 V
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DESARROLLO:

1.

Realizar el siguiente montaje con un diodo LED, iniciar el voltaje en cero y
variarlo hasta llegar a 9 volts. Completar la tabla, la corriente se calcula con

laley de Ohm.

o
B T
o

V1 R
v 470

| e

Diagrama No. 4.1 Circuito para obtener la curva del diodo

Tabla de resultados del diodo de

Tabla 4.1
V1 oV 02V |04V |06V |08V |1V 2V 3V 4V 6V 9V
V diodo
I
R=
2. Invertir la posicidn del diodo y repite el proceso anterior
Tabla 4.2
V1 oV 02V |04V |06V |08V |1V 2V 3V 4V 6V 9V
V diodo
I
R=
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3. Representa los resultados obtenidos en una grafica: Corriente del diodo en

el eje “y” vs Voltaje del diodo en el eje “X”

Grafica 4.1 de valores del diodo de

4. Cambiar la fuente variable por un generador de funciones y conectar un
osciloscopio en lugar de los volmetros como se indica en el siguiente

diagrama.
¥5C1
m Chi Ch2
CANAL X T‘ =
i e TIERRA DEL
L [~ o _ OSCILOSCOPIO
T 1
D1 —_
+
v R1
=/ 1KHz 880
CAMALY

Diagrama No. 4.2 Circuito para observar la curva del diodo en el osciloscopio.
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NOTA: Si el osciloscopio tiene la posibilidad de invertir uno de los canales,
hacer un diagrama del circuito indicando la forma de conectar el osciloscopio
para obtener una curva caracteristica con la misma orientacion que las curvas
caracteristicas estandar de los manuales y libros de texto.

5. Encender el generador de funciones en sefial diente de sierra o senoidal
con una amplitud maxima de 9 volts a una frecuencia de 1 KHz.

6. Colocar el osciloscopio en modalidad X-Y.

7. Observar el osciloscopio y dibujar en la cuadricula la forma de onda
obtenida.

Grafica 4.2 de valores del diodo de

8. Reemplazar el diodo por otro tipo y repetir los pasos del 1 al 7.

. 1
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Observaciones

Buscar el diodo en los manuales y comparar los resultados obtenidos con los del
manual. Realizar anotaciones durante la practica y comentarlas en clase.

Conclusiones:

De los valores de la grafica. Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.

Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gémez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electrénicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

Software LIVEWIRE.
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PRACTICA NOMBRE DE LA PRACTICA

No. 5 Obtencion de la curva caracteristica del transistor bipolar (BJT).

OBJETIVO:

Que el alumno obtenga la curva caracteristica de un transistor BJT. Para
comprender el funcionamiento del mismo reforzando los conocimientos adquiridos
en clase.

INTRODUCCION:

Dentro de las curvas caracteristicas de un transistor podemos mencionar como las
mas importantes la curva de entrada y la curva de salida.

La curva de entrada es basicamente la grafica del voltaje Base-Emisor (Vge) vs la
corriente de la base del transistor Ig.

La curva de salida es la curva mas importante del transistor y representa la
potencia del transistor y nos da el valor maximo que soporta el transistor el cual
nunca se debe sobre pasar debido a que puede resultar en el dano del dispositivo o
del circuito. Los parametros que se miden en este caso son las variables que nos
representan la potencia:

P = Vcexlc

Como se puede ver en el siguiente diagrama.

Vec
—»
i, i
[a}
B o—*| BJT <+« C
Vee Ve
. A
o

E

Diagrama No. 5.1 Descripcién de los parametros del transistor BJT
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ACTIVIDADES A REALIZAR:
Obtener la curva caracteristicas del transistor BJT.

MATERIAL EMPLEADO:

Transistor BC547 (BJT de uso general NPN)
Resistorde 470 Q. a ', W.

Resistor de 3.3KQa’a W

Protoboard

Juego de cables Caiman-Caiman

B O N T

EQUIPO EMPLEADO:
1 Vdlmetro.
2 Ampérmetros.
2 Fuente de alimentacién de C.D. variable 0-20 V

DESARROLLO:

1. Ensamblar el siguiente circuito. Poniendo en ceros el voltaje de las fuentes
Veey Vce.

-1'-':'

i +
3. 1 H L
vCE

; 1

l.l.

VBB1
10,8V

Diagrama No. 5.2 circuito de conexiones para la obtencion de la curva de potencia
para el transistor BJT BC547C

2. Poner la fuente Vcc en el valor indicado en la tabla 5.1 como Vce y después
encender la fuente Vgs y medir la corriente Ig partiendo de cero como se
indica en la tabla.
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3. Medir la corriente de colector Ic y llenar la tabla 5.1
Tabla 5.1

s\ Vce OV 02v |04V 06V |08V 1V 2V 3V 4V 6V 9V
0 uA

100 pA

200 pA

400 pA

800 pA

1.2 mA

3 mA

Intensidad de corriente de collector Ic

4. Hacer una grafica de los resultados obtenidos de Vce vs Ic.

Grafica 5.1 curva del transistor BJT obtenido en el experimento.
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Observaciones

Buscar la hoja de especificacion del fabricante del transistor BC547C y comparar
la grafica experimental con la del fabricante del dispositivo. Realizar anotaciones
durante la practica y comentarlas en clase.

Conclusiones:

De los valores de la grafica. Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.

Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gomez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electrénicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

Software LIVEWIRE.
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PRACTICA NOMBRE DE LA PRACTICA
Obtencion de la curva caracteristica del transistor de efecto de
No. 6
campo (FET).
OBJETIVO:

Que el alumno obtenga la curva caracteristica de un transistor FET. Para
comprender el funcionamiento del mismo reforzando los conocimientos adquiridos
en clase.

INTRODUCCION:

Al igual que el transistor BJT el transistor FET presenta en sus curvas
caracteristicas representativas del comportamiento del dispositivo de la misma
forma que la practica No. 5 se pretende obtener |la curva caracteristica de un JFET.

Principio de funcionamiento

El Transistor de Efecto de Campo (Field-Effect Transistor) es un dispositivo
semiconductor que basicamente basa su funcionamiento en la estrangulacién de un
canal por la penetracién de la zona de carga espacial de las junturas vecinas. Por
este motivo, la polarizacién del mismo es necesariamente en inversa.

El cuerpo de un transistor de efecto de campo de unién (JFET) tipico esta formado
por un pedazo de material semiconductor tipo p 6 n, llamado canal de conduccion,
rodeado en parte de su longitud por un collar del otro tipo de material
semiconductor, formando entre este y el canal una unién P-N.

En los extremos del canal se hacen sendas conexiones ohmicas Illamadas
respectivamente Drenador (D-Drain) y Fuente (S-Source), mas una conexion en el
collar llamada compuerta (G-Gate).

ACTIVIDADES A REALIZAR:
Obtener la curva caracteristicas del transistor de efecto de campo (FET).

MATERIAL EMPLEADO:

Transistor BC264C (FET canal N)
Resistor de 62 KQ. a /s W.
Protoboard

1
1
1
1 Juego de cables Caiman-Caiman

Realizado por Ing. Daniel Jaimes Serrano Pagina 27




EQUIPO EMPLEADO:
2 Volmetros.
1 Ampérmetro.
2 Fuente de alimentacion de C.D. variable 0-20 V

DESARROLLO:

1. Ensamblar el siguiente circuito. Poniendo en ceros el voltaje de las fuentes

Veey Vce.
—
R2
+ B2K

1 1

Diagrama No. 6.2 circuito de conexiones para la obtencion de la curva de potencia
para el transistor FET BC264C

2. Poner la fuente Vbp en 9 volts y Ves como indica la tabla 6.1 y después
medir la corriente Ip, medir el voltaje Vps y llenar la tabla 6.1

Tabla 6.1

Vgs |0V |02 /0.4 |06 6 18 |20 |22 |24 (26 |28 3.0 |3.2

1. 1.
V V V V V V V V V V V
Vbs
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3. Hacer una grafica de los resultados obtenidos de Vps vs Ip.

Grafica 6.1 curva del transistor FET obtenido en el
experimento.

Observaciones

Buscar la hoja de especificacion del fabricante del transistor BC264C y comparar
la grafica experimental con la del fabricante del dispositivo. Realizar anotaciones
durante la practica y comentarlas en clase.

Conclusiones:

De los valores de la grafica. Realizar las conclusiones obtenidas de la practica.
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Bibliografia:

Fundamentos de electrénica fisica y microelectronica, J. M. ALBELLA, J. M.
MARTINEZ-DUART, ed. ADDISON-WESLEY

Electronica General. Gomez Gomez. Ed. Alfaomega

Dispositivos electronicos, Floyd Thomas L. ed. PEARSON PRENTICE HALL.
Fisica para ingenieria y ciencias, Hans C. Ohanian, John T. Markert, Mc graw Hill.
Electronica: Teoria de circuitos. Boylestad, R. Nashelsky L. Ed. Prentice Hall.

Software LIVEWIRE.
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